
สรุปนละวิจารณ์ผลการทดลอง

ในงานวิจัยนื้ได้สร้างระบบเตรียมฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดชีลึไนด์ขึ้น ประกอบ 

ด้วยระบบเคลือบฟิล์มบางโดยการระเหยผลึกคอปเปอริอินเดียมไดซีลึไนชด?ายใต้สุญญากาศ 

และระบบนอนนิลในกระบวนการชีสืไนด์เซชัน

สำหรับการเตรียมฟิล์มบางคอปเปอริอินเดียมไดชีลืไนด์มี 2 วิธีคือ

1. การระเหยฟิล์มบางคอปเปอริอินเดียมไดชีลืไนด?ายใต้ระบบสุญญากาศ แล้วนำ 

ไปปรับโครงสร้างด้วยการซีลืไนด์เซชัน'ไนระบบแอนนิล

พบว่าฟิล์มบางที่ระเหยได้มผวเรียบ สภาพต้านทานไฟฟ้าตํ่า ไม่มีโครงสร้างผลึกแบบ 

ซาลโคไพไรท์ แต่หลังจากปรับโครงสร้างโดยการแอนนิลที่อุณหภูมิ 400°c เป็นเวลาไม่เกิน 4 ซม. 

จะได้ฟิล์มบางที่มีโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรท์ สภาพต้านทานไฟฟ้าสูงขึ้น ชนิดการนำไฟฟ้า 

มีทั้งแบบเอ็นและแบบพี ( โดยมากเป็นแบบเอ็น ) ปัญหาจากการแอนนิสคือ ฟิล์มบางมีการลอก 

เกิดขึ้นตามปริมาณของชีลึเนิยมในเนื้อฟิล์ม เนื่องจากชีลึเนิยมสามารถกลายเป็นไอได้ที่อุณหภูมิ 

ตํ่ากว่า 400°c ( ที่ความดัน า.3x10’2 * * *mbar. ชีลืเนิยมสามารถระเหยเป็นไอได้ด้วยอุณหภูมิ 234? ) 

จึงได้เปลี่ยนวิธีการเตรียมใหม่

2. การระเหยฟิล์มบางคอปเปอริอินเดียมไดชีลึไนด์ภายใต้บรรยากาศของชีลืเนิยม 

และปรับอุณหภูมิของแผ่นรองรับ

พบว่าฟิล์มบางที่ระเหยได้มีผวเรียบ ความสมํ่าเสมอของเนื้อฟิล์มจะขึ้นกับอุณหภูมิ 

ของแผ่นรองรับที่คงที่ ฟิล์มบางชุดที่เปลี่ยนอุณหภูมิของแผ่นรองรับเป็น 250, 300, 350, 400°c 
ภายใต้บรรยากาศซีลึเนิยม Ise = 32 A Se = 1 shot/quartz ได้1ฟิล์มบางที่มี'โครงสร้างผลึกที่มี 

ค ่าคงท่ีโครงผลึกใกล้เคืยงกันคือ ค่า a »  5.7883 - 5.7938 À , C ร! ฑ .5748 - 11.5860 À
และ c/a ร! 1.9992 - 2.0005 ใกล้เคืยงกับการรายงานของผู้อื่น [ 7 ] ความสมภูรณ์ของโครง

สร้างผลึกที่ระนาบ (112) ในฟิล์มบางจะมีซํ้ามากขึ้นตามอุณหภูมิของแผ่นรองรับ จากการวัดค่า 
ลัมประสิทธี๋การดูดกลืนมากกว่า า06 (1/cm) ลอดคล้องกับการรายงานของผู้อื่น [10 ]

ค่าซ่องว่างแถบพลังงานจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของแผ่นรองรับ
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ลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของฟิล์มบาง เมื่อเตรียมที่อุณหภูมิของแผ่นรองรับตํ่าคือ 

250, 300°c มิชนิดการนำไฟฟ้าเป็นแบบเอ็น สภาพต้านทานไฟฟ้าสูง (>100 Qcm.) และเมื่อ 

เตรียมที่อุณหภูมิของแผ่นรองรับสูงคือ 350, 400°c มิชนิดการนำไฟฟ้าเป็นแบบพี สภาพต้าน 

ทานไฟฟ้าตํ่า (< 1 Qcm.) เนื่องจากที่อุณหภูมิสูง ๒2รe3 ในพีล์มบางสามารถระเหยออกมาได้ 

ทำให้ปริมาณ Cu/ln มากกว่า 1 จึงมิสภาพต้านทานไฟฟ้าตํ่า ส่วนค่าสภาพเคลื่อนที่ได้ของ 

ฮอลล'’จะมิค่าลดลงและความหนาแน่นของพาหะมิค่ามากขึ้นเมื่ออุณหภูมิของแผ่นรองรับสูงขึ ้น

สำหรับฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดชีลืไนด'’จุดท่ีเตรียมโดยอุณหภูมิของแผ่นรองรับ 
คงท่ี ( Tsub = 300°c ) โดยเปล่ียนอัตราการเคลือบของชืลืเนิยมตามในรูปท่ี 7.4 พบว่า 
ค่าลัมประสิทธการดูดกลืนเพ่ิมข้ึนตามอัตราการเคลือบของชีลืเนิยมและค่าช่องว่างแถบพลังงาาน 
มิค่าคงท่ีประมาณ 1.01 eV. ส่วนค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ามิค่าเพ่ิมข้ึนและชนิดการนำไฟฟ้าจะ
เปล่ียนจากแบบเอ็นไปเป็นแบบพีตามอัตราการระเหยของชีลืเนิยม เน่ืองจากเม่ือ Se > (Cu+ln) 

จะได้ฟิล์มบางท่ีมิซนิดการนำไฟฟ้าเป็นแบบพีสอดคล้องกับการรายงานของผู้อ่ืน [ 25 1

ข ้อ เ ส น อ แ น ะ  ด ้ า น ร ะ บ บ ร ะ เ ห ย ฟ ิ ล ์ ม บ า ง  ได้แก่  การ เพ ิ ่ มช ั ้ นของแผ ่นก ั ้ นการแผ ่ ร ั งส ิ  

ค ว า ม ร ้ อ น  เพ ื ่ อ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ ป ร ับ อ ุณ ห ภ ูม ิ ข อ ง แ ผ ่น ร อ ง ร ับ ไ ด ้ ส ู ง เ ก น ก ว ่ า  400°c 1 ก า ร ด ัด แ ป ล ง  

ภ า ช น ะ บ ร ร จ ุแ ผ ่น ร อ ง ร ับ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ ห ม ุน ไ ด ้  เพ ื ่ อ ใ ห ้ฟ ิ ล ์ ม บ า ง ท ี ่ เ ต ร ี ย ม ไ ด ้ม ิ ค ว า ม ส ม ํ ่ า เ ส ม อ ม า ก ข ึ ้ น  

ส ่ ว น ก า ร ซ ีส ิ ไ น ด ' ' เ ซ ช ัน ส า ม า ร ถ ท ำ ใ น ร ะ บ บ ร ะ เ ห ย ส า ร โ ด ย ป ร ับ อ ุณ ห ภ ูม ิ ข อ ง แ ผ ่น ร อ ง ร ับ แ ล ้ ว ร ะ เ ห ย  

ช ี ล ื เ น ิ ย ม ไ ป บ น ฟ ิล ์ม บ า ง ใ น อ ัต ร า ท ี ่ ส ู ง ก ว ่ า ก า ร ก ล า ย เ ป ็น ไ อ ข อ ง ซ ื ล ื เ น ิ ย ม จ า ก เ น ื ้ อ ฟ ิ ล ์ ม บ า ง  เป ็นต ้น
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